EJERCICIO 1 (realizar los célculos con una precisién de 5 cifras significativas)
(0,75) a) Calcular la caracteristica de transferencia del circuito de la figura para —20V < V; < 20V. Dibujar la caracteristica de
transferencia e indicar el estado de cada uno de los diodos en cada tramo.

DATOS: Diodos ideales

D1 5K 15K
+O N I I 0O VO
D2
Vi 10K ¥
— 6V
e -20V<V; <0V =>D1lyD2encorte
Vo=0V
e 0V<V; <Vyx =>Dl1conduce y D2 en corte
5K 15K
+o 1 1§ Vo VO — Vi 10—K — EVI
5K +10K 3
Vi 10K

1

2
D2 empieza a conducir cuando Vo > 6 V => §Vi 26V =V, 29V
Por lo tanto Vx =9 V

e 9V<V; <20V =>D1ly D2 conducen
Vo=6V

Por lo tanto, la caracteristica de transferencia seria la siguiente:
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(0,5) b) Si los diodos no son ideales, calcular el valor exacto de V; donde el diodo D1 pasa de corte a conduccion.

DATOS:D1=>V,=0,6V Rf=100 Q R =00
D2=>V,=06V Rf=100 Q R, =1MQ

Cuando D1 no conduce, D2 también esté en corte y el circuito equivalente seria:

5K 15K =0
o — — oV 6V + 0,6V
+ L oa? |, =— ! =-0,006439mA = —6,439
0.6V 27 10°K +15K +10K HA
Vi 10K I, 10°K
V, =—I,-10K = 0,06439V
- —_ 6V
1 1 T

D1 empieza a conducir cuando V, :Vy +V; =0,6V +0,06439V = 0,66439V

Vi =0,66439 V

(0,5) c) Calcular el valor de la corriente por el diodo D2 cuando a al entrada se aplica una tensién V; = 5V. los diodos no son ideales
y tienen las mismas caracteristicas que en el apartado b).

Para V; =5V D1 conduce y D2 esta en corte y el circuito equivalente seria:

0.6 Calculando en equivalente Thevenin del circuito de la
entrada (hasta B):
A
v Vo, =(V, —0,6V) 10K =2,9139V
i 103K 0,1K +5K +10K
_ i oy R, =10K /51K =3,3774K
€L 1 T
Re, . Vi =1, -(Rey +15K +10°K )+ 0,6V +6V =
B
S B |, =m0V =V g5
% 0.6V 2R, 15K +10°K | CO9RHA
10K
VTH
i Lov

I, =-3,6195 uA

(0,25) d) {Qué nombre recibe el circuito de este problema?.

Es un circuito recortador a 2 niveles o circuito rebanador.



EJERCICIO 2 (realizar los calculos con una precision de 5 cifras significativas)
(1) a) Determinar el valor de R1y R2 para que el punto de funcionamiento del transistor T2 del circuito de la figura sea Ic, = 10 mA

Yy VCEZ =10V.

DATOS: Vec =20V
Transistores T1y T2 idénticos: Veeon= 0,7V Vcea= 0,2V =100
Diodo: V7 =5V

lco=10 mA Yy Ve, = 10V => T2 esta en activa => zener regula.

V.. -V 20V —-10Vv
Vee, =Voe = lep *Ry = Ry = ——F2 = 10mA =

ICZ

Vegr =V, +Vge, =5V +0,7V =57V =>Tlestaen activa

Vee ~Veur 20V 0,7V
10°K 10K

1kQ

=193uA= 1., = B-1, =100-19,34A =193mA

Ve = lgy - 10°K +Vy, = Iy, =

I
s, zﬁzwzoylmp\
B 100
g =15, + 1, =01IMA+1,93mA = 2,03mA
Vee =5,V 20V -5,7V

2,03mA

Voo =gy R =57V =R, = = 7,0443kQ)

IRl

Ry, =7,0443 kQQ
Rz =1kQ




(1) b) Si R2 tiene un valor de 5 kQ, determinar el valor de R1 para que los dos transistores estén saturados.

Los dos transistores nunca van a estar saturados a la vez, ya que si T1 esta saturado => Vg = 0,2 V => T2 estaria en corte ya que
esta tension es insuficiente para polarizar al zener en su zona de regulacién => zener en corte => T2 en corte.

(1) ¢) Si R1 =R2 =1 kQ y sustituimos la resistencia de 1 MQ de la base del transistor T1 por una resistencia Ry, ¢,Cuél seria el
valor maximo de esta resistencia Rg; para que el transistor T2 esté en corte?.

T2 en corte => VCEl < VZ +VBE =5V + 0,7 V= 5,7V

Vee =5,V 20V —5,7V

VCEl =VCC — ICl . Rl <57V = ICl > Rl 1K =14,3mA
Como T1 estaria en activa:
ey = -1y > 143mA = 1y, > 223 0 143mA =143,
V.. -V V.. -V —
IBl =_CCc BEL 0,143mA = RBl < —£c BEl _ 20V -0,V =134,96kQ
RBl 0,143mA 0,143mA

Re1 < 134,96 kQ




EJERCICIO 3 (realizar los calculos con una precision de 5 cifras significativas)
(3) Calcular el valor de R2 en el circuito de la figura para obtener una corriente de 7 mA por el resistor R3. Obtener el valor de todas
las tensiones y corrientes indicadas en la tabla (indicar en la figura del circuito el sentido de las corrientes). Poner los resultados en

la tabla.
R2
Valor 2,6906 kQ
T1
Estado Saturado
Ip 5mA
Vbs 16V

* Se supone que T1 esta saturado:

IR2=|D2=IR3

VGsz =

Vc551:0:> IDl:|D581:5mA: IRl

Vios; =Vee —lgs Ry — 1z - R, =25V —7TmA-1K —5mA-0,4K =16V

Saturacion = Vpg,| = Ve, |~ Mos

16V 21V

DATOS:Vec =25V R1=400Q R3=1kQ R4=1kQ

Transistor T1: [Vp| =1V |lpss| =5 mA
Transistor T2: [Vp| =8V |lpss| = 6 mA
— Vee
T2
Estado Saturado
Iy 2 mA
Vbs -10,6188 V

Esto implica que la suposicion de T1 saturado es correcta.

_|R1'R1+|R2'R2:

— gz =7MA-5mA =2mA

—lgy R +15,-R, =R,

ID2

:VGsz+|R1'R1



* Se supone que T2 esta saturado:

[\/Gszq ( [Vesz|] 2mA
.. =1 = =0,33333
o . ( [VP2| [VP2| DSS2 mA

[\[\//GSZ|| +,/0,33333 = +0,57735
P2

12,6188V

[VGSZ| 1+057735:>|Vesz|— (1+0,57735)- [VP|_<33812V

Ve|

La solucion de 12,6188 V no puede ser porque Vgs, > Vp, Y el transistor T2 estaria en corte, siendo esto incongruente con la
suposicion de que T2 esta saturado.

Por lo tanto la solucién seria [Vgsy| = 3,3812 V 'y como T2 es un JFET de canal P y Vs, > 0, esto implica que Vs, = [Ves2| =
3,3812 V.

Sustituyendo valores en la ecuacién de R, se obtiene:

Vgso + e -Ry 33812V +5mA-0,4K
o, 2mA

R, = = 2,6906kQ)

Sélo queda comprobar que la suposicion de T2 en saturacién es correcta:
Vee = lpg "Ry + 1y -Ry =V, + 15, Ry

Vo, = Ve + 1o Ry + 1oy - R, + 1o, - R, = =25V + 7TmA-1K + 2mA- 2,69064K + 2mA-1K = —10,6188V

Saturacion = Npg,| = Ve, |~ Nos,|
10,6188V > |8V —3,3812V| = 4,6188V

Esto implica que la suposicion de T2 saturado es correcta.

Las dos suposiciones son correctas, por lo que los dos transistores estan saturados y los valores calculados anteriormente son
los correctos.



